	
Прорыв в литографии позволит опровергнуть закон Мура
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Ученые из университета в Висконсине нашли путь создания 20-нанометрового чипа со 10-нанометровой маской, давая тем самым неожиданный поворот закону Мура и, возможно, продлевая жизнь современной литографии. Так называемая "технология пика яркости" регулирует пространство между маской и пластиной подложки для контроля фаз рентгеновской литографии. 

Как рассказал один из создателей этой технологии профессор Франко Керрина (Franco Cerrina), их группа изучала, как использовать фазовый переход для контроля дифракции - технология, работающая как для рентгеновской, так и для традиционной оптической литографии. В Международном Технологическом плане развития для полупроводников такие замечательные возможности размера намечены на "приблизительно 2010 год". 

Технология, разработанная в соавторстве с Synchrotron Radiation Center, дает 8-летний запас для закона Мура. Как известно, согласно этому закону число транзисторов, которое может размещаться на чипе, удваивается каждые 18 месяцев. Как утверждают изобретатели Висконсинского Университета, современные чипы, которые используют 248-нанометровые или 193-нанометровые фотомаски, могут только достигать 100 нм в фоторезисторном слое чипа. Как считается, производителям чипов придется отказаться от кварцевых линз, поглощающих слишком много света, и перейти к использованию специальных зеркал, чтобы сфокусировать свет через маску на чипе, размеры которого меньше 100 нм. 

Ученые открыли технологию пиковой яркости маски при исследовании пределов рентгеновской литографии. Они обнаружили, что дифракция является основной причиной поглощения света при уменьшении размеров маски, и что они могут контролировать фазы рентгеновских лучей, изменяя зазор между маской и подложкой. Исследователи уже получили патент на свое открытие. 

Источник: CNews по материалам сайта EE Times.


	
Российский инженер совершил прорыв в сфере нанотехнологий

	KMnews.ru, 
Авторитетный сетевой журнал для инвесторов в сфере высоких технологий RedHerring.com опубликовал рейтинг десяти самых выдающихся изобретений в секторе IT за 2002 г. На восьмой позиции в этом престижном списке - генеральный директор Нижегородской лаборатории Intel Олег Суитин. Он признан автором уникальных изобретений в сфере нанотехнологий – революционных разработок, которые позволят осуществлять вычисления на атомарном уровне с колоссальной производительностью, в сотни раз превышающей возможности самых современных процессоров, выполненных на кремниевой основе. 

Все составляющие нанокомпьютера и, прежде всего, устройства ввода-вывода и обработки информации представляют собой молекулы ДНК. Работа на молекулярном уровне позволяет нанокомпьютерам ставить рекорды в сфере миниатюризации ЭВМ: триллионы компьютеров, вычислительная способность которых по сегодняшним меркам кажется фантастической, будут умещаться в простой лабораторной пробирке. Плотность размещения данных в таких машинах примерно в 100 000 раз выше, чем на обычном жестком диске. С помощью нанотехнологий, как полагают ученые, удастся решить такие проблемы как синтез веществ на молекулярном уровне, когда станет возможной производство любых предметов путем сбора из по отдельным атомам. Именно так, по мнению футурологов, жителям Земли удастся решить проблему голода – еда будет просто синтезироваться из любого соответствующего сырья. 

Кроме того, от нанотехнологий ждут решения проблемы человеческого бессмертия, которое будет достигнуто за счет внедрения в организм молекулярных роботов, предотвращающих старение клеток, а также перестройки и &amp;quot;облагораживания&amp;quot; тканей человеческого организма. 

Нанороботы будут запущены в атмосферу и полностью ликвидируют вредное влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. Любые выбросы будут расщепляться на атомарном уровне и трансформироваться в естественные природные вещества. Эти же роботы смогут, например, сделать пригодной для обитания Луну и другие небесные тела. На них будут созданы вода, земная атмосфера и привычная землянам среда. 

Таким образом, сегодня нанотехнологии являются одной из наиболее перспективных разработок человечества, которая способна решить практически все глобальные проблемы настоящего. В этом контексте, очень приятно, что одним из наиболее талантливых исследователей в этой революционной сфере признан российский инженер. 

Краткая история нанотехнологий:

1959 г. - лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман заявляет, что в будущем, научившись манипулировать отдельными атомами, человечество сможет синтезировать все, что угодно. 
1981 г. - cоздание Бинигом и Рорером сканирующего туннельного микроскопа - прибора, позволяющего осуществлять воздействие на вещество на атомарном уровне. 
1982-85 гг. - достижение атомарного разрешения. 
1986 г. - cоздание атомно-силового микроскопа, позволяющего, в отличие от туннельного микроскопа, осуществлять взаимодействие с любыми материалами, а не только с проводящими. 
1990 г. - манипуляции единичными атомами. 
1994 г. - начало применения нанотехнологических методов в промышленности.


	
Hewlett-Packard разработала молекулярную компьютерную память

	Компьюлента,
Ученые из исследовательского подразделения корпорации Hewlett-Packard создали самый миниатюрный в мире чип энергонезависимой памяти. Специалистам из исследовательского центра HP Labs, расположенного в Стокгольме, Швеция, удалось разместить 64 однобитные ячейки памяти на площади в 1 мкм2. Это более чем в 10 раз превосходит плотность размещения информации в современных микросхемах динамической памяти. 

Столь высокой степени миниатюризации удалось достичь благодаря тому, что каждая ячейка памяти имеет молекулярные размеры. При этом информацию в ячейках памяти можно перезаписывать, и она не стирается при отключении питания. На технологию производства такой памяти компания получила уже 4 патента. 


Возглавлял работы над новой памятью старший научный сотрудник HP Labs Йонг Чен. В работе также принимали участие Дуглас Олберг (Douglas A. A. Ohlberg), Сюэма Ли, Дункан Стюарт (Duncan Stewart), Тань Ха, Гунь-Йонг Цзюн и Хилке Виерсма (Hylke Wiersma). 

Для изготовления лабораторного образца сверхминиатюрной памяти специалисты HP Labs использовали метод нанопечатной литографии. Вначале была изготовлена матрица-пресс площадью 1 мкм2, состоящая из восьми параллельных линий шириной 40 нм каждая. Эта матрица затем воздействовала слой полимера на поверхности кремниевой пластины. Отпечатанные таким образом параллельные каналы заполнялись платиной, образуя проводники. 
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Ячейка молекулярной памяти при различном увеличении

На следующем этапе на поверхность кремниевой пластины наносился слой молекул-переключателей. Толщина слоя составляла всего одну молекулу. После этого кремниевая пластина разворачивалась на 90°, и на нее снова воздействовал пресс, а каналы заполнялись платиной. В результате на поверхности кремниевой пластины была получена сетка. Ее узлы образованы двумя слоями платины, между которыми находится около 1000 молекул-переключателей. Каждый из этих 64 узлов и представляет собой ячейку памяти емкостью 1 бит. 

Запись в такую ячейку осуществляется путем подачи на нее напряжения, способного изменить сопротивление ячейки. Чтение сводится к измерению сопротивления ячейки при меньшем напряжении. Кроме собственно ячейки памяти с помощью нанопечатной литографии был изготовлен и демультиплексор - устройство, использующееся для адресации памяти. 

По сообщению агентства Reuters, ученые HP Labs планируют сделать свою память еще более миниатюрной. При этом на 1 см2 будет размещаться до 100 Гбит информации - то есть в 15 раз больше, чем на представленной недавно лабораторной модели. Воплотить новую технологию в промышленном масштабе Hewlett-Packard рассчитывает в течение ближайших 5-10 лет. 


	
Зеркало для электронов

	Ольга Максименко
Ведомости,
Когда луч электронов в камере сканирующего микроскопа светит на изучаемую поверхность, ученый видит мельчайшие детали ее строения. А может ли он увидеть с помощью того же прибора нечто, расположенное вне его? Изыскания в этой области начались с того, что ученые из РНЦ "Прикладная химия" стали делать гетероструктуры из фуллеренов - полых шариков углерода диаметром несколько ангстрем. На одном из этапов возникла потребность внимательно рассмотреть изображение поверхности пленки фуллеренa на подложке из диэлектрика. Слой фуллеренов был очень плотным - чтобы сделать его, ученые разгоняли молекулы фуллерена в сверхзвуковом молекулярном потоке и впечатывали их в поверхность подложки. 

Чтобы получить изображение, исследователи воспользовались стандартным приемом. В электронном микроскопе они облучали поверхность пучком электронов и регистрировали поток так называемых вторичных электронов, выбитых с каждой точки поверхности первичными, ускоренными электронами. Вдруг в центре изображения поверхности появилось пятно, в котором, как в круглом зеркальце, отражалась внутренность камеры микроскопа. Дело в том, что слой плотно упакованных молекул фуллерена работает как своеобразная ловушка. Она ловит электроны, которые электронный луч микроскопа выбил из диэлектрической подложки. В результате фуллереновый слой со временем приобретает немалый отрицательный электрический заряд. Он-то и служит зеркалом, которое отражает быстрые электроны луча. Отразившись, они попадают в стенки камеры, выбивают оттуда вторичные электроны, детекторы их фиксируют и получается изображение. Но это будет уже изображение не той поверхности, на которую направлен электронный луч, а всей внутренней поверхности камеры. 


	
Правительство США выделяет миллиард долларов на развитие нанотехнологий

	Компьюлента,
На этой неделе Подкомитет по науке, технологиям и космическим исследованиям (Science, Technology and Space Subcommittee) при Сенате США готовится обсудить законопроект о выделении на исследования в области нанотехнологий около 1 млрд. долларов. 

Документ предполагает финансирование государственных работ в этой области в размере 446 млн. долларов в 2003 финансовом году и 547 млн. - в 2004 г. В эту сумму не входят деньги, выделяемые на разработки по линии министерства обороны США. 

Среди тех, кто выступит на слушании перед сенаторами, есть представители компании Hewlett-Packard, которой недавно удалось создать молекулярную память, и члены исследовательской группы NanoBusiness Alliance. 

Выделяемые средства будут направлены практически во все отрасли экономики США. На них будут проводиться исследования в Национальном институте стандартов и технологий, Национальном научном обществе, NASA, в системе общенациональных институтов здравоохранения, министерстве энергетики, Агентстве по защите окружающей среды и даже в министерстве юстиции США.


	
Наноустройства преодолели барьер в 1 ГГц
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Механические наноустройства преодолели крайне важный барьер в 1 ГГц. Это достижение является крайне важной вехой, открывающей микромеханическим системам перспективы применения в электронных устройствах будущего. Сегодня даже домашние компьютеры преодолели барьер в 1 ГГц, однако создавать механические устройства, работающие на такой частоте, ученые научились лишь сейчас. 

Прототип нового устройства был разработан группой профессора Майкла Рукса (Michael Roukes) из Калифорнийского технологического института и университета Case Western Reserve. 

Группе профессора Рукса впервые удалось с помощью кремний-углеродных слоев выдержать толщину кремниевого слоя с точностью, соответствующей атомным масштабам, а с помощью методики высокочастотной балансировки - обеспечить эффективную передачу данных в микроцепи. 

Выращенные учеными на кремниевой подложке пленки имели по два практически идентичных микробалансира длиной 1,1 микрон, шириной 120 нанометров и толщиной 75 нанометров. При пропускании сквозь слой высокочастотного переменного тока в мощном магнитном поле микробалансиры начинали вибрировать с частотой, несколько большей 1 ГГц. Дальнейшие исследования предполагают разработку способов, которые позволят использовать механические свойства подобных устройств в конкретных областях науки и техники. Например, они крайне бы пригодились в микробиологии - для исследования взаимосвязи между строением и функциональным назначением протеинов. 

По словам профессора Рукса, новое устройство может найти применение в области построения изображений биологических объектов, наблюдения за отдельными молекулами с помощью магнитной резонансной спектроскопии, а также разработки новых форм масс-спектроскопии, которые позволят создавать уникальные "паспорта" отдельных молекул, в которых будет указана их точная масса. Возможно, с их помощью удастся разработать твердотельную версию квантового компьютера. 

Источник: CNews по материалам журнала New Scientist. 


	
Квантовая криптография переходит из экспериментальной стадии в практическую
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Если квантовые компьютеры все еще остаются заветной мечтой ученых, то квантовая криптография переходит из экспериментальной стадии в практическую: уже появились первые коммерческие квантовые микросистемы. Наибольшую надежность должны обеспечить криптосистемы, основанные на однофотонных импульсах, и в настоящее время идет активная разработка источников одиночных фотонов, удобных для коммерческого использования. 

Получение однофотонного света - непростая задача. Впервые поток одиночных фотонов был получен при резонансном возбуждении отдельных атомов и иононов, находящихся в "ловушке" (очевидно, что при резонансном оптическом возбуждении один атом не может излучить два фотона одновременно). С той поры были испробованы различные способы генерации однофотонных импульсов, однако наиболее предпочтительными - по причине их легкой интегрируемости в электронные устройства - являются, очевидно, твердотельные источники одиночных фотонов. Одним из вариантов таких источников являются структуры с полупроводниковыми квантовыми точками ). 

Квантовые точки, их иногда еще называют искусственными атомами, представляют собой специальным образом выращенные наноразмерные островки-включения одного полупроводникового материала (с меньшей шириной запрещенной зоны) в матрице другого (с большей шириной запрещенной зоны). Из-за различия ширины запрещенных зон носители заряда оказываются локализованы в пределах островка, следствием чего является квазиатомный (представляющий собой набор отдельных уровней) энергетический спектр. По аналогии с возбуждением отдельного естественного атома можно возбуждать отдельный "искусственный атом". При оптическом возбуждении такой полупроводниковой структуры в квантовую точку "сваливаются" электроны и дырки, которые затем рекомбинируют, излучая фотоны с определенной энергией. Отбирая фотоны с заданной энергией, в идеале можно добиться того, чтобы при каждом импульсе возбуждения "на выходе" имелось не более одного фотона. "Не более одного фотона", конечно, еще не значит непременно один фотон на импульс - на практике в большинстве случаев на выходе нет ничего... Понятно, что чем реже на выходе имеется желанный отдельный фотон, тем меньше будет скорость передачи данных, поэтому перед учеными стоит задача повышения эффективности генерации однофотонных импульсов. 

Одним из наиболее перспективных путей повышения эффективности является ... управление интенсивностью спонтанного излучения структуры. Впервые на такую возможность обратили внимание около 60 лет назад при рассмотрением задачи о спонтанном излучении атома. Появление определенных граничных условий (например, при помещении атома в резонатор) приводит к модификации спектра нулевых колебаний электромагнитного поля; в определенном частотном диапазоне (вблизи резонанса) плотность состояний электромагнитного поля растет, в то время как в других частотных диапазонах она уменьшается. Поскольку вероятность спонтанного излучения зависит от плотности состояний электромагнитного поля в соответствующем энергетическом диапазоне, то, в зависимости от того, находит ли определенный излучательный переход вблизи резонанса или вдали от него, вероятность излучения либо растет, либо падает. 

Эффект усиления резонансного (и подавления нерезонансного) излучения атома при прохождении через резонатор был экспериментально обнаружен пару десятилетий назад. Если можно управлять спонтанным излучением естественного атома, то почему бы не попытаться управлять спонтанным излучением "искусственного атома"? Это тем более удобно, что современные технологии позволяют получить "атом" вместе с резонатором, что называется, "в одном флаконе"! Для того, чтобы влиять на интенсивность спонтанного излучения оптического или ближнего инфракрасного диапазона, требуется резонатор микрометровых размеров. В последние годы эксперименты с такими полупроводниковыми микрорезонаторами стали возможны. В этих экспериментах было показано, что характерные времена излучательной рекомбинации экситонов в квантовых точках в микрорезонаторе можно уменьшить в несколько раз. 

Недавно ученые из Стэнфордского университета продемонстрировали высокоэффективную генерацию потока одиночных фотонов, используя излучение отдельной квантовой точки внутри микрорезонатора. Микрорезонатор представлял собой столбик микрометровых размеров (высота 4.2 мкм, диаметр верхней части - 0.6 мкм), полученный с помощью литографии из полупроводниковой гетероструктуры с квантовыми точками InAs/GaAs. Резонансная структура представляла собой два распределенных брэгговских отражателя (зеркала), каждый из которых был сформирован на основе чередующихся эпитаксиальных слоев AlAs и GaAs (материалов с разными показателями преломления) толщиной в 1/4 резонансной длины волны, разделенные слоем GaAs толщиной в одну длину волны. Посередине между брэгговскими зеркалами находилась квантовая точка. При возбуждении люминесценции квантовой точки в микрорезонаторе короткими лазерными импульсами удалось добиться того, что 38 % импульсов сопровождались излучением световых импульсов (что более чем на порядок превосходит ранее достигнутые для твердотельных источников одиночных фотонов показатели). Вероятность многофотонной эмиссии при этом была в семь раз меньше, чем при использовании слабых когерентных импульсов. 

Таким образом, была продемонстирована перспективность резонансного управления излучательными свойствами твердотельных структур для создания высокоэффективных источников одиночных фотонов. Надо, правда, отметить, что эксперименты американских ученых проводились при температуре 5 K, в то время как желательно иметь устройство, работающее при комнатной температуре. 

Источник: Scientific.ru. 


	Наномасштабный источник света из нанотрубки

	Прототипы плоских экранов и цифровых индикаторов на углеродных нанотрубных эмиттерах уже существуют, но ученые еще до конца не разобрались с механизмом электронной эмиссии из нанотрубок. Попытки разобраться приводят к обнаружению новых интересных особенностей. 

Недавно две группы исследователей из Швеции (Goteborg University) и Франции (Universite Lyon), обнаружили, что джоулево тепло, выделяющееся при работе нанотрубных эмиттеров, приводит к их нагреву до таких температур, при которых становится заметным тепловое излучение. Вертикально ориентированные, многослойные углеродные нанотрубки выращивали на кремниевой подложке методом химического осаждения. Катализатором и одновременно источником углерода служило соединение Fe(CO)5. Полевую эмиссию электронов изучали в условиях вакуума 10 в минус седьмой степени Торр при площади эмиттера 10 в минус третьей см в квадрате и межэлектродном расстоянии 100 мкм. Интенсивное свечение нанотрубок со спектром, близким к спектру абсолютно черного тела, наблюдали при плотностях тока, превышающих 10 мА/см2. 

Температура эмиттера, характеризующая спектр этого излучения, возрастает от 1500 до 2000К при увеличении плотности тока эмиссии от 10 до 100 мА/см2. Дальнейшее увеличение плотности тока практически не приводит к изменению спектра, что указывает на баланс энергии между джоулевым нагревом и энергией, теряемой вместе с электронами эмиссии. Тем самым с ростом плотности тока относительный вклад теплового излучения в общий баланс энергии падает. Интересно, что результаты эксперимента практически совпали с результатами предварительного моделирования этого явления. 

Надо заметить, что сопровождающее эмиссию оптическое излучение наблюдали и ранее, объясняя его причину дискретными переходами между электронными состояниями в эмиттере. Авторы открытия однозначно показали, что источником излучения является джоулево тепло. 

Исследователи считают, что резистивно нагреваемая нанотрубка может представлять интерес как наномасштабный источник света в нанотехнологических применениях. Она может также служить для определения температуры самого нанотрубного эмиттера. 

Источник: "ПерсТ". 


	
Американские нанотехнологии теперь под присмотром государства
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Законодательство, устанавливающее правительственный консультационный совет для наблюдения за американской нанотехнологической инициативой, было пересмотрено на этой неделе в Палате представителей. 

Законопроект, поддержанный республиканцем Майком Хонда (Mike Honda), призывает промышленных и академических экспертов содействовать консультационной группе, которая будет информировать администрацию Буша и Конгресс о научных инвестициях и целях Национальной инициативы по нанотехнологиям в США. Кроме этого, группа будет разрабатывать краткосрочные и долгосрочные цели для исследователей-нанотехнологов в этом десятилетии и в будущем, а также предоставлять ежегодный отчет о научном прогрессе и затратах на нанотехнологии правительственными организациями. 

Сама нанотехнологическая программа призвана разработать национальную стратегию для расширения исследований в области, оцениваемой некоторыми в трлн. к 2015 году. Тринадцать федеральных организаций участвуют в этой программе, появившейся, в том числе, и благодаря действиям университетов и представителей полупроводниковой промышленности, подтолкнувших в конце 90-х годов федеральные власти к вложениям в развитие нанотехнологических исследований. 

Источник: CNews по материалам сайта EE Times. 


	
Новое открытие позволит повысить эффективность солнечных батарей

	Исследователи обнаружили, что запрещенная зона в нитриде индия составляет всего лишь треть значения, которое считалось общепринятым. Новое открытие может привести к появлению значительно более эффективных солнечных батарей, чем ныне существующие. 

Ученые из национальной лаборатории Лоуренс-Беркли, Корнуэльского университета и университета Рицумейкан обнаружили, что в нитриде индия один из ключевых параметров полупроводника - ширина запрещенной зоны - составляет не 2,0 эВ (это значение считалось общепринятым ранее), а только лишь 0,7 эВ. Данное открытие имеет очень важное значение для промышленности, поскольку именно ширина запрещенной зоны является тем параметром, который фундаментально ограничивает эффективность солнечных батарей. Чрезвычайно трудно подобрать полупроводниковый материал, позволяющий преобразовать в электрический ток весь широкий спектр солнечного излучения. Излучение с энергией, меньшей ширины запрещенной зоны, не поглощается вообще, а с большей - поглощается не полностью, так что избыточная энергия выделяется в виде тепла. Более высокой эффективности солнечных батарей удается достичь, используя многослойные структуры из различных полупроводниковых материалов. При этом материалы с относительно большей шириной запрещенной зоны преобразуют в ток излучение с большей энергией, в то время как фотоны с меньшей энергией попадают в материал с меньшей шириной запрещенной зоны. Максимальная эффективность подобных структур, достигнутая в настоящее время, составляет 30%, в то время как теоретический предел эффективности составляет 70%. Достичь его не удается в связи с тем, что различные полупроводники, используемые при создании многослойных структур, из-за несовместимости друг с другом разрушают оптические свойства всей системы. Группа под руководством Владека Валукиевича (Wladek Walukiewicz) исследовала свойства как чистого нитрида индия, так и широкого спектра сплавов на основе индия, галлия и азота. Обнаружилось, что ширина запрещенной зоны в них варьируется от 0,7 до 6,2 эВ. Это позволит использовать их для конверсии солнечного излучения во всем диапазоне от близкого инфракрасного излучения до ультрафиолета. 

CNews.ru
Источник: по материалам Physics.Web.


	
Philips создал электролюминесцентный материал излучающий красный и зеленый свет

	Исследователи компании Philips совместно с учеными Амстердамского университета создали первый электролюминесцентный материал, который может излучать как красный, так и зеленый свет. В отличие от современных разработок, которые могут испускать луч лишь одного цвета, новый материал может переключаться между двумя цветами в зависимости от направления протекания тока. Материал является "уникальным и революционным", заявил Ганс Хофстраат (Hans Hofstraat), возглавляющий департамент полимеров и органической химии в Philips Research, а также работающий по совместительству профессором в университете Амстердама. Хотя исследования находятся еще в начальной стадии, этот новый материал может стать началом нового поколения "более ярких, более простых в изготовлении и более долговечных" плоскопанельных светоиспускающих дисплеев на основе полимеров, отмечает профессор. 

Новая разработка является однородной смесью полупроводникового полимера и металлического соединения, каждый из которых имеет разную энергию в возбужденном состоянии. Для изменяемости направления слой материала помещается между электродами из различных материалов, один из которых золото, а второй - оксид индия и олова. 

Благодаря новому материалу, надеется профессор Хофстраат, промышленность сможет разрабатывать полноцветные светоиспускающие дисплеи на основе полимеров, чья яркость будет соответствовать яркости органических дисплеев. Компания не рассчитывает увидеть первую разработку с использованием нового материала раньше 2006-2007 годов. Это устройство будет полимерным полноцветным светоиспускающим экраном в несколько дюймов в небольшом приборе бытовой техники, возможно, типа бритвы, думает профессор Хофстраат. 

CNews.ru, 04.01.2003 
Источник: по материалам сайта EE Times. 


	
Разработан источник терагерцового излучения большой мощности

	В лаборатории Джефферсона Jlab (штат Вирджиния) разработан источник терагерцового излучения (известного также как Т-лучи или Т-свет) широкого диапазона мощностью 20 ватт. Это в несколько раз превышает мощность уже имеющихся генераторов излучения этого диапазона. 

Терагерцовый диапазон электромагнитного излучения, граничащий с дальним инфракрасным излучением и фактически занимающий промежуточное положение между электроникой и фотоникой, привлекает к себе в последние годы все большее внимание специалистов. Данный диапазон интересен тем, что его энергия примерно соответствует колебательной энергии биологических молекул, а также его перспективами в области материаловедения. Сдерживался этот интерес пока что только отсутствием мощных источников излучения. 

Неионизирующее терагерцовое излучение свободно проникает сквозь одежду, бумагу, дерево, строительные конструкции, пластики и керамику, туман и облака. С его помощью можно, например, инспектировать содержимое грузовых контейнеров и диагностировать состояние внутренних органов, находить спрятанное оружие, биологические и химически активные вещества, содержащиеся в запечатанных конвертах, осуществлять диагностику полупроводников, изучать процессы в живых клетках, а также расширить диапазон электромагнитного излучения, применяемого для беспроводной передачи данных. В нескольких медицинских центрах уже исследуются возможности использования терагерцового излучения для диагностики рака кожи. 

В настоящее время для генерации терагерцового излучения в узких диапазонах используются лазеры на свободных электронах или быстрые диоды, в то время как тепловые источники и системы на основе лазеров позволяют получать излучение широкого диапазона, но относительно малой мощности. 

Созданный в Jlab источник использует для генерации терагерцового излучения синхротронное излучение крайне коротких пучков электронов (длительностью около 500 фемтосекунд), ускорявшихся сначала до энергии 40 МэВ в линейном ускорителе, а затем - отклонявшихся в поперечном направлении в магнитном поле. Поскольку протяженность пучка по оси была крайне мала (меньше длины волны, на которой осуществлялись наблюдения), имел место эффект многочастичной когерентности. 

CNews.ru, 31.01.2003 
Источник: по материалам CERN Courier и Space Daily.


